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Abstract 

 
 In this work two light emitting diodes, two ordinary diodes, 
two light dependent  resistors, beside two transistors are connected 
to a simple electric circuit. This circuit consists of  a power supply, 
ammeter and voltmeter. Fifty (50) readings for voltage(mV) and 
current(mA) are taken.  
 A graph relating the current to the voltage is  drawn for only 
one sample from each semiconductor type . It was found that for 
light emitting diode the current increases abruptly at about 0.2 
Volt, while for the ordinary diode the change is at about 0.2 Volt. 
For light dependent resistor the change is about 0.2 Volt, where as 
it changes abruptly at about 0.4 Volt for transistors. 
 These may indicate the existence of energy gas. The value of 
the corresponding gaps are less than the ordinary values, which 
may result from heavy doping. The values of gaps indicates that 
the impurities are Cu and Fe. 
 The exposure of these sample to the heat increases the 
current which agrees with the fact that heat increases electron  
velocity. The exposure of samples to the magnetic field broadens 
the energy gap which agrees with some works.        
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البحث صملخ  
 

 
 ثنائي 2ثنائي مشع  ضوئي و2ومقاومات ضوئیة 2العمل تم توصیل  في ھذا

        .مصدر قدرة مباشر وأمیتر وفولتمیترترانزستور بدائرة كھربیة تتكون من  2عادي و
 عینة واحدةلریار، وعمل رسم بیاني للجھد والتیاقراءه للجھد والت 50تم اخذ  و            

   0.2للثنائي المشع للضوء یزید التیار فجأة  عند . من أشباه الموصلاتلأي نوع   فقط
وللمقاومة الضوئیة ، فولت 0.2أما بالنسبة للثنائي العادي فان التغیر یحدث عند ، فولت

 0.4فولت أما بالنسبة للترانزستور یكون التغیر الفجائي عند  0.2التغیر عند یحدث 
  .قةوھذا یدل على وجود فجوات طا فولت

قابلة لفجوات الطاقة  أقل من القیم المعتادة وھذا ینتج من وجود مإن القیم ال  
  .وتدل قیم الفجوات على ان الشوائب ھي نحاس وحدید شوائب في العینة

عند تعریض العینات للحرارة تحدث زیادة في التیار وھذا یوافق حقیقة أن   
العینات للمجال المغناطیسي تقل وعند تعریض ھذه ، الحرارة تزید من سرعة الإلكترون

 .   بعض البحوثفجوة الطاقة التي تتوافق مع 
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